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Останнiм часом спостерiгається значний iнтерес до вивчення 
властивостей багатокомпонентних магнiтних матеріалів з точки зору  
практичного застосування в електроніці як чутливих елементів 
сенсорів і магнітоелектронних пристроїв.  У роботі проведені 
дослідження магніторезистивних властивостей плівок на основі Fe та 
Au (при cFe = 20-80 ат. %) як свіжосконденсованих, так після 
відпалювання в температурних інтервалах від 300 до 450, 550 і 750 К. 
Плівки були сформовані методом одночасної конденсації Fe і Au. 
Рисунок 1 – Концентраційна 
залежність величини МО для 
плівкових систем на основі Fe і 
Au у поздовжній геометрії  
 
Вимiрювання проводилися 
при Т = 300 К в трьох 
геометрiях: поздовжнiй – 
магнiтне поле паралельне 
струму i зразку (В || I, П), 
поперечнiй (В + I) та 
перпендикулярнiй (В  I, П), де В – iндукцiя магнiтного поля,  
I – електричний струм i П – пiдкладка. Величина iндукцiї магнiтного 
поля становила величину 450 мТл.  
Отримано, що максимум на концентраційній залежності МО 
(рис. 1) спостерігається у плівкових матеріалах з концентрацією 
атомів сFe = 35-40 ат. %, причому максимальна амплітуда МО = 0,30 % 
має місце у плівках після термообробки до 750 К.  
Робота виконана в рамках держбюджетної тематики МОН 
України № 0115U000689 (2015-2017 рр.). 
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